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ラマンイメージング領域
SiCウエハー残留応力の断層イメージ（左）と最表面の応力分布（右）
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Feature

Laser Raman Microscope

測定事例

微量分析：物質同定だけでなく、結晶多形の識別、
　　　　  分子構造の変化、残留応力を評価。
分布観察：埋没異物の特定、成分分散状態の違い、
　　　　  結晶多形の違い、を確認。
超 高 速：ライン照明を採用した超高速イメージング。

■ 多層フィルムの断層イメージング ■ 全固体電池:充電率状態のイメージング

■ SiCウエハー加工表面欠陥の応力分布評価 ■ SiCウエハー残存応力の断層ラマンイメージング

レーザーラマン顕微鏡
RAMANtouch

Microanalysis : Evaluation of substance identification, crystal polymorphism, 
change in molecular structure, and residual stress.
Chemical distribution : Identification of embedded foreign matter,   
Analysis of difference in component dispersion state,and in crystal polymorphism.
Ultra-Fast : Ultra-fast imaging with unique line scanning system.

非接触かつ非破壊で、分子構造解析、結晶性評価、
残留応力解析に
Non-contact and non-destructive analysis, for molecular structure, crystallinity evaluation,
residual stress
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